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차원 소자를 위한 개선된 소오스 드레인 접촉기술3 /
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축소화가 를 넘어서 지속적으로 진행되기 위하여CMOS 32nm node FinFET, Surround Gate and
와 같은 소자들이 를 다루기 위해서 많이 제안되어 왔다Tri-Gate Fully Depleted 3-Dimensional SCE .

하지만 소자의 축소화를 진행함에 있어서 좁고 균일한 을 형성하는 것과 동시에 낮patterning
은 과 에서의 을 제공하여야 하고Extension Region Contact Region Series Resistance Source/Drain

을 확보하여야 한다 그리고 소자의 축소화가 진행됨으로써 의 응집현Contact Formation . Silicide
상과 의 누설전류에 대한 허용범위가 점점 엄격해지고 있다 에Source/Drain Junction . ITRS 2005
따르면 에서는 가 대략 이 요구되고 있다 또한32nm CMOS Contact Resistivity 2 10-8 cm2 . ThreeΩ

소자에서는 가 뿐만 아니라 에서도 중대Dimensional Fin Corner Effect Channel Region S/D Region
한 영향을 미치게 된다.
따라서 본 논문에서 제시하는 기술을 이용하여Novel S/D Contact Formation Self-Aligned

을 이루어 에 대한 문제점 해결과 축소화에 따라 증가하는Dual/Single Metal Contact Patterning
문제점을 해결책을 제시하고자 한다Contact Resistivity .

이를 검증하기 제작하고 본 기술을 적용하고 검증한다 또한 구조3D MOSFET . Normal Doping
를 가진 뿐만 아니라 를 해결하기 위해서 대안으로 제시되고 있는3D MOSFET SCE SB-MOSFET
을 구조로 제작하고 이 기술을 적용하여 검증한다3D , .
그리고 을 이용하여 에 이 을 이루는 구조가Silvaco simulation tool S/D Metal Contact Double type

과 에 따라 에 미치는 영향을 미리 확인하였고 이를 실험으로 검증하Triple type Contact Resistivity
여 소자의 축소화에 따라 대두되는 문제점들의 해결책을 제시하고자 한다.


